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开关型 PWM 降压直流-直流控制集成电路 

CN5208 

概述: 

CN5208 是一款开关型 PWM 降压直流-直流控制

集成电路，具有输入电压范围广，使用外部元器

件少，持续输出电流可达 4A，具有良好的负载

调制响应和输入电压调制响应。 

CN5208输出电压固定为5V，开关频率为

550KHz，可以使用小型电感。输出端使用陶瓷

滤波电容，CN5208在整个工作电压范围内均能

稳定工作。 

为了保证比较高的转换效率，在轻负载情况下

CN5208采用PFM工作模式。由于CN5208的低工

作电流，以及在低压差时可以100%占空比工作，

使得CN5208非常适合电池供电的系统。 

异常状况保护包括每个周期的电感电流限制，输

出短路保护和输出电压过压保护。在关断模式，

CN5208进入低功耗关断模式，此时只消耗7.5uA

电流。CN5208内部集成有软启动电路，可以减

小上电瞬间的浪涌电流和抑制输出过冲电压。 

CN5208 采用小外形 8 管脚 SOP 封装。 

应用: 

⚫ 机顶盒，调制解调器等 

⚫ 电压调制电路 

⚫ 分布式电源系统 

⚫ 充电器应用 

 

 

特点: 

⚫ 宽输入电压范围： 4.8V 到 32V 

⚫ 使用外部 P 沟道场效应晶体管 

⚫ 输出电流达 4A 

⚫ 固定开关频率：550KHz 

⚫ 固定 5V 输出电压，精度 1% 

⚫ 转换效率达 95% 

⚫ 低压差时 100%占空比 

⚫ 上电去抖动延时：典型值 13 毫秒 

⚫ 每个开关周期的电感电流限制功能 

⚫ 输出过压保护 

⚫ 过流保护与输出短路保护 

⚫ 内置软启动功能 

⚫ 轻负载情况下 PFM 工作模式 

⚫ 关断模式电流：7.5uA (VCC=15V) 

⚫ 工作环境温度：－40℃到 85℃ 

⚫ 采用 8 管脚 SOP 封装 

⚫ 产品无铅，满足 Rohs，不含卤素 

管脚排列: 
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典型应用电路: 

 

图 1  典型应用电路 

在图 1 所示的典型应用电路中， 

⚫ C2 电容值为 100nF (0603) 

⚫ C3 电容值为 10nF (0603) 

⚫ R1 电阻为 1K 欧姆 (0603 或 0402) 

⚫ 关于其他元器件的选择，请参考本说明书应用信息部分 

 

 

 

订购信息: 

型号 包装 输出电压 工作环境温度 

CN5208 编带，盘装，4000/盘 5V －40℃ 到＋85℃ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consonance-elec.com/


如韵电子  CONSONANCE 

www.consonance-elec.com                               3                                         Rev.1.0 

管脚描述: 

序号 名称 描述 

1 VG 
内部电压调制器输出。为内部驱动电路提供电源，在 VG 管脚和 VCC 管脚

之间需要接一个 100nF 的电容。 

2 GND 地。输入电源的负输入端和电池负极。 

3 SHDN 

芯片关断管脚。在该引脚上施加 2.2V 以上的电压，使 CN5208 进入小电流

关断模式；如果此引脚电压在延迟 13 毫秒（典型值）后降至 0.5 伏以下，

CN5208 将恢复正常工作。 

不要对 SHDN 引脚施加 0.5V 到 2.2V 之间的电压，否则 CN5208 可能处于不

确定状态。 

4 COM 回路补偿输入端。频率补偿网络连接在这个引脚上。 

5 OUT 
输出电压检测输入端。转换器的输出电压在该引脚上检测，将该引脚连接到

输出旁路电容器的正极。 

6 SW 
开关节点。电感器和续流二极管的阴极应该连接到这个引脚。这个引脚的电

压范围从小于零伏（一个二极管的导通压降）到 VCC。 

7 VCC 
外部电源正极输入端。VCC 也是内部电路的电源。此管脚到地之间需要接

滤波电容。 

8 DRV 栅极驱动端。驱动片外 P 沟道 MOS 场效应晶体管的栅极。 

极限参数 

 VCC, VG, SW, DRV 到 GND 电压…………….………………………………….…－0.3V to 36V 

 VG 到 VCC 电压………………………………………………………………－8V to VCC＋0.3V 

  OUT, SHDN 和 COM 到 GND 电压………………….……………………………－0.3V to 6.5V 

 存储温度…………………………………………………………………………...…－65℃ to 150℃ 

 工作环境温度………………………………………………………………….….……－40℃ to 85℃ 

 焊接温度(10 秒)……………………………………………………………………………..……260℃ 

 

超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围，在这样的极限条件下

工作，器件的技术指标将得不到保证，长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consonance-elec.com/


如韵电子  CONSONANCE 

www.consonance-elec.com                               4                                         Rev.1.0 

电气参数: 

(除非特别注明，VCC＝15V, TA＝－40℃ to 85℃) 

参数 符号 测试条件 Min    Typ    Max 单位 

输入电压范围 VCC  4.8               32 V 

输入低电压检测 UVLO  3.6      4.2      4.7 V 

工作电流 IVCC VOUT＝5.5V 360     460     560 uA 

输出电压 VOUT  4.95     5     5.05 V 

流入 OUT 管脚电流 IOUT VOUT＝5V 6        9       12 uA 

输出过压保护阈值 Vov 输出电压上升 1.04    1.06     1.08 
%VOUT 

输出过压释放阈值 Vclr 输出电压下降 1.0     1.02     1.04 

上电延时 tdelay  10       13      16 ms 

软启动时间 tSS  44       52      60 ms 

电感电流限制 

电感电流限制阈值 VILIM VCC–VSW, Temp＝25℃ 108     120     132 mV 

阈值温度系数 TCILIM         +0.35 mV/℃ 

检测延时 PD 20mV Overdrive         220 ns 

振荡器 

开关频率 fosc  450     550     650 kHZ 

最大占空比 Dmax  100 % 

折返频率 ffold VOUT＝0V 90      110     130 KHz 

SHDN 管脚 

输入高电平 VIH  2.2 V 

输入低电平 VIL                   0.5 V 

SHDN管脚电流 ISHDN  －100    0    ＋100 nA 

DRV 管脚 

VDRV 高电平(VCC－VDRV) VH IDRV＝－10mA 60 mV 

VDRV 低电平(VCC－VDRV) VL IDRV＝0mA 6.3 V 

上升时间 tr Cload＝2nF, 10% to 90% 30       40      65 ns 

下降时间 tf Cload＝2nF, 90% to 10% 30       40      65 ns 

注: VOUT是调制输出电压 

 

详细信息: 
CN5208是一种异步降压（buck）直流直流控制器，它驱动一个外部P沟道MOSFET，外部元件很少。CN5208

采用定频PWM方式调节输出电压，输入电压范围从4.8V到32V，输出电压内部固定在5V，最大输出电流

可达4A。为提高效率，在轻载条件下采用脉冲跳变方式。开关频率固定在550KHz，这使得小型电感可用

于应用电路。 

片上电阻分压器、高精度带隙基准源和误差放大器使输出电压精度在1%以内。CN5208的电流消耗仅为

460uA（典型值），并且在输入电压接近输出电压时采用低跌落模式，适合于电池供电系统。在过电流或

短路条件下增加关断时间将开关频率降低到110KHz，以帮助控制电感电流。 

其它功能包括过电压保护、逐周电感限流等。 

输入高电平关断输入（SHDN）使 CN5208 进入低电流停机状态 

片上软启动可以限制上电时的浪涌电流，或限制 SHDN 从高电平拉低，或限制短路释放。 
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应用信息 

输入低电压检测(UVLO) 

欠压锁定电路监测输入电压，并保持CN5208关闭，如果VCC低于4.7V（最大值）。CN5208只有在VCC

上升到4.7V以上并且延迟超过13ms（典型）后才开始工作。延迟可以消除输入电源的抖动。 

关断模式 
SHDN引脚为高电平关机输入端。将此引脚拉到2.2V以上会导致CN5208完全关闭并进入低电流状态，在

这种状态下，VCC为15V时，电流消耗仅为7.5uA。 

将SHDN引脚拉至0.5V以下可使CN5208在延迟13ms（典型值）后恢复正常工作。 

不要对SHDN引脚施加0.5V到2.2V之间的电压，否则CN5208可能处于不确定状态。 

软启动 

内置的软启动电路可以限制浪涌电流，并且可以在上电、SHDN从高电平拉低或从短路释放时激活。 

软启动的典型持续时间为52ms。 

输出过压保护 

过电压比较器防止瞬态过冲和其他可能对输出造成过电压的情况。一旦过电压被检测，P沟道MOSFET被

关闭，直到过电压条件被清除。通常，当输出电压比标称值高5.8%时，过电压被检测，当输出电压低于

标称值的102.2%时，过电压被清除。 

电感电流限制功能 

CN5208具有每个周期电流限制控制，通过检测P沟道MOSFET导通电阻上的电压降，在外部P沟道

MOSFET导通状态下监测电感电流。如果通过导通电阻的电压超过预设阈值，功率MOSFET将关闭，以

防止电感电流进一步增加。CN5208支持温度补偿电流限制阈值。 

电流限制电路块的延迟为220ns（20mV过驱动）。因此，在考虑延迟后，实际最大电感电流由下式决定： 

 

注： 

            ILMAX 是电感最大电流 

            VILIM 是限制电压阈值 

            Rdson 是外部P沟道MOSFET的导通阻抗 

输出短路保护与频率折返 

除了每个周期电感电流限制，CN5208还包括频率折叠电路，以进一步限制电感电流失控或短路的输出。

在这些情况下，通过增加关断时间，开关频率从550KHz降低到110KHz，占空比保持非常低，因此电感电

流进一步受到限制。 

驱动片外P沟道场效应晶体管 

CN5208的栅极驱动器可以提供高瞬态电流驱动外部通晶体管。上升和当驱动2000pF负载时，下降时间通

常为35ns，这是P通道MOSFET的Rds（on）为20 mΩ时的典型情况。 

增加了一个电压钳位，将栅极驱动电压限制在VCC以下的最大8V。例如，如果VCC是20V，那么DRV pin

输出将被拉低到12V min。这允许使用具有优良Rds（on）的低压P沟道MOSFET，又提高了效率。 

输入滤波电容选择 

输入电压源阻抗和电缆长度决定了输入电容器的大小，通常在10μF至100μF的范围内，建议使用低ESR

电容器或两种并联电容器。对于低ESR电容器，建议使用X5R或X7R型优质陶瓷。额定电压应大于最大输

入电压。 

请注意，在负载接通瞬态期间，输入电容器可以看到非常高的浪涌电流，固体钽电容器在这些条件下会

发生灾难性的故障。 

输出滤波电容选择 

输出电容保持输出电压纹波小，保证了反馈回路的稳定性。在开关模式下，输出电容的阻抗应该很

低。强烈建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容器，因为它们具有低ESR特性。 
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对于大多数应用程序，22μF陶瓷电容器就足够了。 

如果使用电解电容器，强烈建议将低ESR陶瓷电容器与电解电容器并联。 

片外P沟道场效应晶体管(MOSFET)选择 

CN5208使用P沟道功率MOSFET来调节输出电压。MOSFET的选择必须满足应用电路的最大输出电流、效

率或功耗要求以及MOSFET的最高温度。功率MOSFET的重要参数是击穿电压BVDSS、导通电压、导通

电阻Rdson、总栅电荷Qg、反向转移电容CRSS和最大漏电流ID。 

峰-峰值栅极驱动电压在内部设置，此电压通常为6V。因此，必须使用逻辑电平阈值MOSFET。要关注

MOSFET的BVDSS规范；许多逻辑电平MOSFET被限制在30V或更低。 

MOSFET在最大输出电流下的功耗可通过以下公式近似计算：            

 

注: 

      Pd 是功率MOSFET的功耗 

      VOUT 是输出电压 

      VCC 最小输入电压 

      Rds（on）是功率MOSFET在室温下的导通电阻 

      IOUT 是输出电流 

     dT是实际环境温度和室温之间的温差（25℃) 

除了I2Rds（on）损耗外，功率MOSFET还有过渡损耗，在最高输入电压下过渡损耗最高。一般来说，当

VIN＜20V时，I2Rds（on）损耗占主导地位，为提高效率，应选择Rds（on）较低的MOSFET；当VIN＞

20V时，过渡损耗占主导地位，因此CRSS较低的MOSFET可以提供更好的效率。CRSS通常是在MOSFET

特性中指定的；如果没有，则可以使用CRSS=QGD计算CRSS/ΔVDS。 

CN5208通过监测功率MOSFET导通电阻上的电压来执行每个周期电感电流，因此MOSFET的导通电阻应

根据所需的输出电流来选择。对电流极限阈值电压进行温度补偿，以适应MOSFET导通电阻随温度的变

化。以下公式是确定25°C时所需Rdson（MAX）的指南（制造商规范），允许CN5208和外部元件值的

纹波电流、电流限制和变化有一定的裕度： 

 

二极管的选择 

图1中的二极管D1是肖特基二极管，二极管的额定电流至少应大于最大输出电流，二极管的额定电压应超

过最大预期输入电压。 

较大二极管由于结电容较大，会导致较大的过渡损耗。 

电感的选择 

在P沟道MOSFET的导通时间内，电感电流增大；在P沟道MOSFET的关断时间内，电感电流减小；随着

电感的减小和输入电压的升高，电感纹波电流增大。电感纹波电流越大，纹波电压越高，磁芯损耗越大。

因此，电感的纹波电流应限制在合理的范围内。 

应选择一个能承载最大输出电流的电感，并且纹波电流限制在最大输出电流的30%。 

以下公式用于计算电感器的最小值： 

 

注： 
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fSW 是开关频率，这里是550KHz. 

对于大多数应用，建议使用4.7μH至27μH范围内电感，额定直流电流至少比最大输出电流高30%的H型

电感器。 

频率补偿网络的设计 

图 2 显示了使用 CN5208 的降压 DC-DC 转换器的交流响应相关电路。 

 

图 2  频率响应相关电路 

电感器、输出旁路电容器和负载电阻线路形成 2 个极点和 1 个零点，它们是： 

由电感和输出电容组成的双极点： 

                

输出电容器形成的零及其等效串联电阻（ESR） 

                

这个零点ω如果使用低 ESR 陶瓷电容器，z1 可忽略。 

在上述两个方程中，Co 是输出旁路电容，resr 是输出旁路电容的 ESR，L 是电感。 

图 2 中，C3、C4 和 R3 构成补偿网络。补偿网络设计程序： 

第一步：计算ωp1，ωp2和ωz1，基于上述2个方程式； 

第二步：零点ωz由R3和C3在0.4到0.5之间形成的ωP1，使C3等于10nF，则R3值可由下式计算： 

                

       注,  

ωz 为 (0.4~0.5)ωP1 

R3的单位是欧姆. 

第三步：确定C2的法拉值（F） 

R3和C4形成一个极点，用来抵消ωz1号。如果输出电容Co使用低ESR电容器，ωz1可以忽略，因此C4可

以省略。否则，C4可通过以下等式计算： 
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输入电压高于20V时的应用电路 

当DC-DC转换器的输入电源使用旁路低ESR陶瓷电容器时，如果电缆较长，可能会产生电压尖峰，并且

这些电压尖峰很容易是输入电压振幅的两倍，如果输入电压较高，可能会损坏图1所示的CN5208或P 

沟道MOSFET。 

为了防止CN5208和P沟道MOSFET受到电压尖峰的损坏，P沟道MOSFET的额定电压应高于电压尖峰。如

图3所示，当输入电压高于20V时，应增加一个低通RC滤波器来保护CN5208。电阻器R5和电容器C5用于 

滤除输入电压尖峰。R5的值可以是5.1ohm（0805），C5的电容可以是10uF（0805）。 

 

图3  防止瞬间过冲电压损坏CN5208 

PCB设计考虑 

在设计 PCB 板时，应考虑以下因素，以确保 CN5208 正常工作。 

（1） 输入旁路电容、P 沟道 MOSFET、二极管、电感和输出旁路电容是功率元件，必须放在 PCB 的一

侧（焊接侧）。这些功率元件的连接线应有足够的宽度来流通所需的输出电流。 

（2） 为了减少辐射，二极管、P 沟道 MOSFET、电感器、输入旁路电容和输出旁路电容的走线应尽可

能短。输入电容的正极应靠近 P 沟道 MOSFET 的源，它向通过 MOSFET 提供电流。二极管和 P 沟道

MOSFET 之间的连接线也应尽可能短。 

（3） 在 COM 引脚连接的补偿电容器应返回到 IC 的接地引脚。这将防止地面噪声干扰环路稳定性。 

（4） 输出旁路电容接地和续流二极管（图 1 中的 D1）接地连接端，要在返回系统接地之前连接到输入

电容接地的相同铜线。 

（5） 模拟接地和电源接地（或开关接地）应分别回到系统接地。 

（6） 接地引脚也可以作为散热片，因此在接地引脚周围使用大量的铜。这对于高 VCC 和/或高栅极电容

应用尤其重要。 

（7） 将敏感的小信号节点，如 CN5208 的引脚 4（COM）和引脚 5（OUT），远离开关节点，如 SW 引

脚（续流二极管和电感已连接）和 DRV 引脚。 

（8） 对于多个开关电源转换器连接到同一输入电源的应用，确保 CN5208 的输入旁路电容不与其他转

换器共用。来自另一个转换器的交流输入电流，将导致严重的输入电压纹波，这可能会干扰 CN5208 的

正常工作。 
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封装信息 

 

本文中所描述的电路仅供参考，上海如韵电子有限公司对使用本文中所描述的电路不承担任何责任。上

海如韵电子有限公司保留对器件的设计或者器件的技术规格书随时做出修改而不特别通知的权利。 
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